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产品名称 中山长期诚信合作收购电子IC芯片
电子元器件回收

公司名称 深圳市铭盛电子科技有限公司

价格 168.00/个

规格参数 铭盛电子科技:13631665055
欢迎来电咨询:168
进口价高:168

公司地址 深圳市福田区中航路国利大厦

联系电话 0755-83292099 13534023459

产品详情

中山长期诚信合作收购电子IC芯片 电子元器件回收
铭盛电子科技诚信稳定合作收购电子呆料，电子元器件，电子IC芯片高价收购。

集成芯片是现代数字集成芯片主要使用CMOS工艺制造的。CMOS器件的静态功耗很低，但是在高速开
关的情况下，CMOS器件需要电源提供瞬时功率，高速CMOS器件的动态功率要求超过同类双极性器件
。因此必须对这些器件加去耦电容以满足瞬时功率要求。

现代集成芯片有多种封装结构，对于分立元件，引脚越短，EMI问题越小。因为表贴器件有更小的安装
面积和更低的安装位置，因此有更好的EMC性能，所以应首选表贴元件，甚至直接在PCB上安装裸片。

另外一种方法是在集成芯片中来用强压技术形成去耦。高密度元件常常直接把表面安装（SMT）电容加
入到集成芯片之中。分立
电容常在这个时候用于多芯片模块中。根据硅盘入侵峰值电流冲激情况，以设各
所需的充电电流为基础来选择合适的电容
。此外，在元件产生自激
时能对差模电流产生抑制作用。虽然内嵌有电容，在模块外部同样需要加上分立电容。

正如前面所述，元件在开关周期内，去耦电容提供了瞬时的充、放电。去耦电容必须向器件提供足够快

ESL、ESR等。

对于高速同步设计而言，CMOS

https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%AE%89%E8%A3%85/12615605
https://baike.baidu.com/item/SMT/263051
https://baike.baidu.com/item/%E5%B3%B0%E5%80%BC%E7%94%B5%E6%B5%81
https://baike.baidu.com/item/%E8%87%AA%E6%BF%80/10574801
https://baike.baidu.com/item/%E5%8E%BB%E8%80%A6%E7%94%B5%E5%AE%B9/5654522
https://baike.baidu.com/item/ESL/12811695
https://baike.baidu.com/item/CMOS/428167


功率损耗表现为容性放电效应。例如，—个在3.8V、200MHz频率下的设备损耗4800
mW的功率时，就会大约有4000 pF的容性损耗。这可以在每个时钟触发下观测得到。

CMOS逻辑门通过自身的输入电容，对设备的耦合
和输入晶体的串联电容来提供分有电容。这些内部电容并不等于运行所需的电容值。硅盘不允许使用另
外的硅材料制作大眭容底板，这是因为制造工艺决定了亚微米设计会消耗布线空间，同时需要支持氧化
物层献装配。
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